tukasiewicz
Imstytur
Mikroelegktroniki

i Fatoniki

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko:
Gtowny specjalista ds. przyrzadow na bazie GaN (K/M)
N/24/72

Informujemy, ze w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko: Gtéwny specjalista ds.
przyrzaddw na bazie GaN w pionie badawczym w Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytucie
Mikroelektroniki i Fotoniki zostata wybrana Pani Veronica Gao Zhan, zamieszkata Madryt, Hiszpania.
Uzasadnienie: Kandydatka spetnita wymagania formalne okreslone w ogtoszeniu i w najwyzszym

stopniu wymagania dodatkowe.

Warszawa, 31.12.2024r.
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